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１．概要（Summary） 

 層状化合物 LaO0.2F0.5BiS2 に対して複数の微小電極

を作製し，電界効果キャリア注入による伝導特性の制御を

行なった. 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 125kV電子ビーム描画装置 

 高速マスクレス露光装置 

 12連電子銃型蒸着装置 

【実験方法】 

数十層からなる LaO0.2F0.5BiS2 薄膜について，スコッ

チテープを利用して基板表面に剥離転写した．転写後の

基板表面の層状薄膜に対して，NIMS への技術依頼を

利用して微小電極を作製した．基板表面の試料を SEM

（走査型電子顕微鏡）観察して，得られた基板上の位置

座標データを基に，微小電極及びパッド電極形状を

CAD ソフトにて設計した．続いて，EB（電子線）リソグラフ

ィ，レーザーリソグラフィ並びにEB蒸着による金属電極の

作製により，これら電極のパターニングを行った．作製し

た試料について，バックゲート電圧（Vｇ）を印加しながらソ

ース電流－ドレイン電圧特性（ID-VDS）を測定した． 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig. 1に電極作製後の LaO0.2F0.5BiS2薄膜の光学顕

微鏡像を示す．約 5×50 m2角の薄膜表面のうち，比較

的良好に転写された平坦な部分に間隔を変化させた複

数の電極を形成できていた． 

 作製した電極を使用して ID-VDS 特性を測定した結果，

Fig. 2に示すようにゲート電圧の変化と共に IDが変化し，

電界効果によるキャリア注入を示唆していた．しかしなが

ら，まだ変調は小さく，試料によっては変調を示さないも

のもあった．原因の一つとして薄膜が厚いことによる伝導

層近傍の電界減少が考えられることから，数層から単層の

薄膜転写技術の確立が今後の課題である． 
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Fig. 1 Optical microscope image of 
LaO0.2F0.5BiS2 layers with metal electrodes. 

Fig.2 IDS-VDS characteristics of LaO0.2F0.5BiS2 
layers. 


